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Prerequisits
Conéixer a nivell basic:
a) Teoria de circuits.

b) Electrostatica basica.
c) Matematiques.

d) Fonaments dels diodes i transistors.

e) Fonaments dels principis fisics dels semiconductors.

f) Fonaments de simuladors circuitals.

Objectius

Els objectius generals d'aquesta assignatura son:

Utilitzacié d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritaria: catala (cat)
Grup integre en anglés: No
Grup integre en catala: No

Grup integre en espanyol: No

a) Conéixer les caracteristiques dels dispositues electronics més enlla de les caracteristiques basiques,

centrant I'atencié en els transistors MOS.

b) Ser capagos de realitzar un disseny de primer ordre dels dispositius estudiats utilitzant relacions analitiques
establertes entre les caracteristiques fisiques (dopatges, dimensions) del dispositiu i les seves especificacions

a nivell eléctric.

c) Conéixer els fonaments dels processos microelectronics basics i la seva integracio en tecnologia CMOS.

d) Conéixer a grans trets els problemes actuals associats a I'estat de la tecnologia microelectronica i les

principals tendéncies en la seva evolucio.

Competéncies




® Actitud personal

® Comunicacio

® Dissenyar components i circuits electronics en base a especificacions
® Habits de pensament

® Habits de treball personal

Resultats d'aprenentatge

Aplicar les técniques de simulacio per a I'analisi de les prestacions.

Desenvolupar estrategies d'aprenentatge autonom.

Desenvolupar la capacitat d'analisi i de sintesi.

Dissenyar dispositius electronics basics, establint la relacié amb la tecnologia de fabricacio.

Gestionar la informacio incorporant de manera critica les innovacions del propi camp professional, i
analitzar les tendéncies de futur.

Prendre decisions propies.

Utilitzar I'anglés com l'idioma de comunicaci6 i de relacié professional de referéncia.

8. Ultilitzar models de circuits del comportament eléctric de dispositius electronics, incloent parasits i fonts
de soroll, i tenint en compte les seves limitacions.
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Continguts
Tema 0. Introduccié.

Introduccio a la fisica dels semiconductors i la teoria de bandes. Fonaments sobre el transistor MOS,
estructura fisica.

Tema 1. Processos microelectronics y tecnologia CMOS

Tecnologia CMOS basica. Entorn de fabricacié

1.1 Creixement de silici

1.2 Difusio d'impureses.

1.3 Implantacio ionica

1.4 Oxidacio térmica i procés LOCOS.

1.5 Deposicid de capes fines. Creixement epitaxial.
1.6 Metal‘litzacio.

1.7 Fotolitografia y realitzacié de mascares.

1.8 Gravat.

1.9 Tecnologia CMOS. Breu apunt d'altres tecnologies.
1.10 Processos de back-end. Damasquinat.

1.11 Tecnologies hibrides i moduls multichip

1.12 Regles de disseny (breu justificacio).

Tema 2. Fonaments de semiconductors i transport electronic en dispositius.



2.1 Portadors i transports de carrega en semiconductors.
2.2 Equacions fonamentals dels semiconductors.

Tema 3. El transistor MOS

3.1 El transistor MOS i la capacitat MOS.

3.2 Caracteristiques de corrent. Capacitats del transistor.
3.3 Escalat dimensional i efectes de canal curt i canal estret.
3.4 Modelat de transistors CMOS (SPICE).

3.5 Mecanismes de fallada i fiabilitat del CMOS.

3.6 Evolucio tecnoldgica i dispositius emergents. Una visié general de la tecnologia de circuits integrats: de la

microelectronica a la nanoelectronica.

Metodologia

La formacié es basara en classes magistrals i practiques de laboratori i aula.

Activitats formatives

Titol Hores

Tipus: Dirigides

ECTS Resultats d'aprenentatge

Classes magistrals 24 0,96 1,3,4,5,8

Practiques de laboratori 12 0,48 1,3,4,6,8

Problemes a l'aula 12 0,48 1,3,4,6,8

Tipus: Supervisades

Tutories 10 0,4 2,3,5

Tipus: Autonomes

Estudi 42 1,68 2,3,5

Preparacio de les practiques de laboratori i elaboracié de la memoria 20 0,8 1,3,4,6,7,8

Resolucié de problemes 30 1,2 1,2,3,4,6,8
Avaluacio

Les practiques de laboratori son obligatories. Es fara una prova a meitat de curs i una prova de sintesi al final
que poden ser substituides per treballs complerts referents a processos de microfabricacié i modelat de
transistors MOS. Es contempla la possibilitat d'una prova de sintesi final amb I'objectiu de la recuperacié

d'avaluacions anteriors no superades.

Activitats d'avaluacio




Titol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Practiques de laboratori i memories corresponents 20% O 0 1,3,4,6,8

Prova de meitat de curs 40% O 0 1,2,4,5,6,7,8

Prova final de curs 40% O 0 1,4,5,7,8
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